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1. 背景 

GaN-MOSFETs の絶縁膜として SiO2誘電膜

の研究が盛んに行われており、GaN/SiO2界面の

トラップ密度やバンドオフセット、デイバス特

性などが報告されている。しかし、界面におい

て発生する化学反応や、その結果として生じる

界面構造などについての理論的な考察はあまり

行われていない。先行研究では界面のバンドダ

イアグラムとそのフェルミ準位に注目して化学

反応を予測し、後に実験により確認がなされた。

そのため本研究では n-GaN/SiO2 界面において

も同様の考察を行う事で、界面における化学反

応を予測する。 

2. 結果 

まず n-GaN/SiO2界面近傍において n-GaN か

ら SiO2へと電子が移動することで、SiO2膜内に

負に帯電した酸素空孔欠陥(V"#$)が形成される

ことを確認した。この反応の駆動力は n-GaNの

フェルミ準位からV"#$への電子移動によるエネ

ルギー利得であり、SiO2単体では自発的には発

生しない。このV"#$形成により放出された O 原

子が界面において GaNを酸化すると予測し、反

応による形成エネルギーを計算した。その結果、

GaNの酸化により大きなエネルギー利得が発生

し Ga2O3層が形成されることが明らかになった。

以上の結果から n-GaN/SiO2 界面では電子移動

がV"#$を引き起こし、GaN が酸化され自発的に

Ga2O3 層を形成することが明らかになった。こ

れは最新の実験結果と良く一致している。1この

反応は GaN からの電子移動が反応の駆動力と

なるため、電子移動が発生しない p-GaN/SiO2界

面においては発生しないことが予測される。 
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Fig. 1 Schematic illustrations of the self-formation of a Ga2O3 layer at the n-GaN/SiO2 interface (a) Band 

alignment between n-GaN and SiO2. The Fermi level position is located near the conduction band minimum 

(CBM) of the GaN. (b) Two electrons are transferred to the SiO2 and a V"#$ is formed together with the self-

formation of Ga2O3. 
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